Prof. Dr. H. Hakan Kuntman
ELE428

Endiistriyel Elektronik
(Kisa Sinav 3)

Bir yukariya dogru anahtarlamal gii¢ kaynaginda anahtar olarak karakteristikleri Sekil-1’de
verilen giic MOSFET'i kullaniliyor (Giic MOSFET'i i¢in devre kenetlenmeli endiiktif yiik
olusturmaktadir). Gli¢ kaynaginda Vi = 12V, Vo = 48V, Devrenin ¢aligma akimi I, = 5A, bobin
akiminin dalgalanma aralhigi Al;, = 0.35A olarak verilmistir. MOSFET Rs = 25 Ohm i¢ direncli
bir tiretecle siiriiliiyor. Esik gerilimi Vr = 3V, Rpson(250C) = 0.2 Ohm dur. Maksimum giigte
jonksiyon sicaklign T; = 140°C degerini asmayacaktir. Siriicii darbe genligi Vge=12V,
anahtarlama frekansi fs = 100 kHz olarak verilmistir.

a- MOSFET'in tox toplam iletime girme ve torr toplam kesime gitme siirelerini hesaplayiniz.
b-Devrenin anahtarlama ve iletim kayiplarim1 hesaplayiniz.

c-Cevre sicakhigl T, = 50°C iken yukarida belirtilen jonksiyon sicakligi degerinin asilmamasi
icin Rgja 181l direnci hangi degerden kiiciik tutulmalidir? Hesaplayiniz, anahtarlama ve iletim
kaybi1 disindaki kayiplar ihmal edilecektir.
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